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１．概要（Summary） 

半導体素子の微細加工の限界の問題を解決するため

の候補の一つとして接合技術が挙げられる。近年では表

面活性化接合（Surface Activated Bonding：SAB）とい

う新たな接合技術が報告されている。SAB 技術では接合

するウェハーの表面粗さが接合強度に大きな影響がある

と報告されている[1]。そのため、東北大学ナノテク融合技

術支援センターの設備を利用して、本研究に使用する金

属薄膜をシリコン基板上に成膜を行った。その後、光電子

制御プラズマ装置を用いて金属基板の表面処理を行い、

本 研 究 の テ ー マ で あ る 光 電 子 制 御 プ ラ ズ マ

(photoemission-assisted plasma: PAP)を金属基板に

おけるドライ研磨手法として確立する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

芝浦スパッタ装置 

【実験方法】 

基板加熱をしながら Cuを約 200 nm、または Auを約

210 nm 成膜した。Au の場合はバリア層として Ti（100 

nm）を成膜した。スパッタはAr雰囲気、圧力 0.5 Pa、RF

パワー300 W の条件で行った。作製したサンプルは以

下の通り：  

（i） Cu/Si基板（4 inch）、加熱温度 200℃ 

（ii） Au/Ti/Si基板（4 inch）、加熱温度 200℃ 

上述のサンプルに対して PAP 処理を行い、処理前後

の表面形状 を原子間力顕微鏡 (Atomic Force 

Microscopy: AFM)を用いて観察した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Cu/Si サンプルに対して PAP 処理を行った結果に

ついて述べる。見積もったイオンエネルギーは条件 A

で 20 eV、条件 Bで 2 eVである。条件 Aでは突起物

が生成し、表面粗さが増大したが、条件 Bでは表面粗

さが初期粗さより 40%も減った。このメカニズムの違

いは、条件 Aではイオン衝突によるスパッタ効果が効

き、条件 Bではイオン衝突による表面マイグレーショ

ンが促進したと考える。今後は突起物生成を抑制し、

効率的に表面平坦化ができる適切なプラズマ放電条

件を探求する。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

[1] H. Takagi, et al., JJAP 37, 4197 (1998). 
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Fig. 1 AFM images of Cu/Si surface 

morphologies of initial surface and after 

PAP ion source treated at condition A and 

B, respectively. 


